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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月1日(2014.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に互いに異なる膜厚を有する複数の領域を含むマスクパターンを形成し
、
　前記マスクパターンの膜厚が互いに異なる前記複数の領域を通して前記半導体基板に第
１導電型の不純物イオンを注入して、前記半導体基板の表面から不純物濃度のピーク位置
までの深さが互いに異なる第１導電型の複数の不純物領域を形成し、
　前記複数の不純物領域のうちの第１導電型の第１不純物領域の不純物濃度のピーク位置
と前記表面との間に位置する第２導電型の第１不純物領域、および、前記複数の不純物領
域のうちの第１導電型の第２不純物領域の不純物濃度のピーク位置と前記表面との間に位
置し、トランジスタを構成する第２導電型の第２不純物領域を形成することを特徴とする
製造方法。
【請求項２】
　前記第１導電型の第１不純物領域および前記第２導電型の第１不純物領域はフォトダイ
オードを構成することを特徴とする請求項１項に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記表面と前記第２導電型の第１不純物領域との間に位置する第１導電型の不純物層を
形成することを特徴とする請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記複数の不純物領域のうちの第１導電型の第３不純物領域の不純物濃度のピーク位置
と前記表面との間に、前記第２導電型の第２不純物領域で構成された前記トランジスタと
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は閾値の異なるトランジスタを構成する第２導電型の第３不純物領域を形成することを特
徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記複数の不純物領域のうちの第１導電型の第４不純物領域を、前記半導体基板のアク
ティブ領域を分離するための分離領域を通して形成することを特徴とする請求項１乃至４
の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　光透過率が互いに異なる複数の領域を含むフォトマスクを用いて、前記半導体基板の上
の無機材料からなる膜の上に塗布されたフォトレジストを露光し、
　前記フォトレジストを現像して、前記フォトレジストの露光量に依存した互いに異なる
膜厚を有する複数の領域を含むレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記無機材料のエッチングを行い、前記無機材料
からなる膜から、異なる膜厚を有する前記複数の領域を含む前記マスクパターンを形成す
ることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記マスクパターンは、酸化シリコン又は窒化シリコンからなる請求項１乃至６の何れ
か１項に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記複数の不純物領域の形成において、前記膜厚が互いに異なる複数の領域を通して同
時に不純物イオンを注入し、
　前記半導体基板に注入された前記第１導電型の不純物イオンを熱拡散することを特徴と
する請求項１乃至７の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記複数の不純物領域の形成において、前記不純物イオンの注入は少なくとも、第１エ
ネルギーで行われる第１注入と、前記第１エネルギーよりも低いエネルギーで行われる第
２注入とを有することを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１注入におけるドーズ量と、前記第２注入におけるドーズ量とは互いに異なるこ
とを特徴とする請求項９に記載の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題に鑑みて、本発明の１つの実施形態では、半導体基板の上に互いに異なる膜厚
を有する複数の領域を含むマスクパターンを形成し、前記マスクパターンの膜厚が互いに
異なる前記複数の領域を通して前記半導体基板に第１導電型の不純物イオンを注入して、
前記半導体基板の表面から不純物濃度のピーク位置までの深さが互いに異なる第１導電型
の複数の不純物領域を形成し、前記複数の不純物領域のうちの第１導電型の第１不純物領
域の不純物濃度のピーク位置と前記表面との間に位置する第２導電型の第１不純物領域、
および、前記複数の不純物領域のうちの第１導電型の第２不純物領域の不純物濃度のピー
ク位置と前記表面との間に位置し、トランジスタを構成する第２導電型の第２不純物領域
を形成することを特徴とする製造方法が提供される。
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